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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
本研究では、分子線エピタキシー装置を用いて様々な遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDs)原子層をグラ

フェン上に作製し、それらの電子状態を角度分解光電子分光によって直接観測することで、原子層化によ

る新規物性解明を行った。 

本研究で得られた研究成果を以下に項目ごとに記す。 

・原子層化による空間反転対称性の破れた２次元超伝導体の特異物性解明  
超伝導および電荷密度波が共存する系として注目を集めているバルク 2H-NbSe2 および 2H-TaSe2 の原子層

化による空間反転対称性の破れに起因したスピン偏極電子状態が２次元超伝導および電荷密度波にどのよ

うな影響を与えるかを明らかにする目的で、それらの原子層を作製し、その電子状態を角度分解光電子分

光測定を行った。その結果、空間反転対称性の破れに起因したスピン分裂電子状態の観測に成功し、NbSe2

原子層における上部臨界磁場の上昇の起源がスピン分裂電子状態によるものと実験的に明らかにした。ま

た、TaSe2 原子層においても NbSe2 原子層と同様なスピン分裂電子状態の形成を示唆する電子状態の観測に

成功し、TaSe2 原子層における新規２次元超伝導の可能性を示唆した。  
・HfSe2の原子層化による新規物性探索 
HfSe2 原子層を２層グラフェン上に作製し、その電子状態を角度分解光電子分光測定によって調べたとこ

ろ、関節型半導体的電子状態を形成していることを明らかにした。現在、バルク HfSe2の電子状態との比

較から太陽光発電素子材料としてのデバイス開発の可能性を検討中である。 
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欧文概要 ＥＺ 

In this research proposal, I have fabricated various transition-metal dichalcogenides (TMDs) 
atomic-layers on graphene by molecular-beam epitaxy systems and investigated the novel physical 
properties in atomic-layer TMDs from direct observation of electronic state in these materials by 
performing angle-resolved photoemission spectroscopy. 
・ Investigation of anomalous physical phenomena in two-dimensional superconductor without 
space-inversion symmetry on atomic-layers 

 To elucidate how the spin-polarized electronic state due to the broken space-inversion symmetry 
influences two-dimensional superconductivity and charge-density waves (CDW) in atomic layer NbSe2 and 
TaSe2, which in bulk have been attractive attention since it coexists with a superconductivity and CDW, I 
have fabricated monolayer NbSe2 and TaSe2 and performed angle-resolved photoemission spectroscopy. 
As a result, I observed spin-splitting bands due to the breaking of space-inversion symmetry, which 
indicates that the origin of giant upper critical magnetic field in NbSe2 atomic-layers is in relation to the 
spin-polarized electronic states. Also, we found the spin-splitting bands in TaSe2 atomic-layers resemble 
to that in NbSe2 atomic-layers, which suggests the possibility of a two-dimensional superconductivity with 
the large upper magnetic field. 
・Novel physical properties in HfSe2 atomic-layer 
 I have fabricated HfSe2 atomic-layer on bilayer graphene and elucidated its electronic states by using 
angle-resolved photoemission spectroscopy. As a result, I found a semiconducting nature with indirect 
band gap in HfSe2 atomic-layer. Now, by comparing with the experimental band structures in bulk, I’m 
considering to be a possibility for developing new photovoltaic nano-devices based on HfSe2 atomic-layer. 

 
 


